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; . 2N3444
NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor
Fir schnelle Schaltanwendungen bei hohen Strémen
* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung BO W
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) B0V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektorstrom 1A
Dauerverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 26 °C (Bam. 2) 1w
Dauerverlustleistung bei (od. darunter) Tg = 25°C (Bam. 3) W
Lagerungs-Temparaturbareich —65 °C bis 4+200°C
Temperatur der Anschlisse, 2 mm vom Gehiuse (10 5) 240°C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1 A Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitierdiode offan ist.
2. Lineare Abnahme bis Ty = 200 °*C mit 5,71 mW/*C.
3, Lineara Abnahme bis Tg = 200°C mit 28,6 mW/*C.

* JEDEC registriert,
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeban)

Parameter Prifbedingungen min max Einh,
Uierjceo Kollektor-Basis- lg=10 pA, Ig=10 80 Y
Durchbruchspannung
Uisr)cEo Kollektor-Emitter- lg= 10 ma, [g=10 (Bem, 4) 50 v
Durchbruchspannung
UisrjEpo Emitter-Basis- Ig= 10 pA, le=10 5 v
Durchbruchspanmung
leno Kollektor-Basis- Uep=680V, Ig =0 05 [
Reststrom Uecp =60V, Ig =0, Ty = 100*C ] p
loEv Kollektor-Emitter- Ueg =60V, Upg = —4 Y 0,5 By
Reststrom
IpEV Basis-Emitter- Ugg = B0V, Upg = —4 V —05 il
Reststrom
IgBD Emitter-Basis- Ugg =4V, lg=0 50 A
Reststrom
hre Gleichstrom- Ueg =1V, lg=150 mA (Bem, 4) 20
verstarhung Upg =1V, lg =500 mA (Bam. 4) 20 60
Upg=5Y, lge=1A (Bem, 4} 15
Ung Basis-Emitter- Ig = 15 mA, lg = 150 mA (Bem, 4) 1 W
spannung lg = 50 mA, lg = 500 mA (Bem. 4) 07 1.3 v
Ip = 100 mA, lg = 1A (Bam. 4) 1.8 v
Upgisst) Hollektor-Emitter- Ig = 15 mA, lpg = 150 mA (Bem. 4) 0,35 v
Restspannung lg = 50 mA, lg = 500 mA (Bam. 4) 0.6 ¥
[m = 100 mA,lg = 1A (Bem. 4) 1.2 v
iz Transil-Frequenz Upgg =10Y¥, lg = 50 mA  (Bam, 5) 150 MHz
Con Learlauf- Upgp =10V, lg =0, f =100 kHz 12 pF
Ausgangskapazitat
Cib Leerlauf- Ugp =05V, lg=0, f = 100 kHz BO pF
Eingangshkapazitat
Bemerkungen:

4, Impulsmé&Big gemessan: Impulsbreite = 300 us, Tastverhaltnis = 2%
§. Man erhilt fr, wenn |h=1=| als Funktion der Frequenz mit ginem Wert von —6 dB/Oktave von
f = 100 MHz bis zur Frequenz, bei der | heye] = 1 betrigt, extrapoliert wird.

* JEDEC registriert.
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* Schaltwerte bel Ty = 25°C
Paramater Prifbedingungent max Einh.
ta Verzdgerungszeit lg = 500 mA, lpgp) = 50 mA, Unejern = —2V, 15 ns
tr Anstiegszeit Ry =59 Q (Bild 1) as ns
s Speicherzeit lg = 500 mA, lnj) = —lngp = 50 mA, 40 ns
te Abfallzeit Ry = 59 Q (Bild 2) 30 ns
Qr Gesamte Ladung lg = 500 mA, Ig = 50 mA (Bild 3) 5 nch
1 Mennwerte
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Bild 1 — Verz8gerungs- und Anstiegszelten

* JEDEC registriert.

Bild 2 — Speicher- und Abfallzelten
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Bemerkungen:
a) Die Eingangs-Signalformen haben folgende Werte:
Fir tg und t;: tr = 2 ns, Impulsbreite = 200 ns, Tastverhaltnis = 2%,
Fir tg und ty: tp = 5 ns, Impulsbreite 10 bis 200 us, Tastverhaltnis = 234,
Fiir Q: ty = 10 ns, Impulsbreite 10 us, Tastverhéltnis = 224,
b) Die Signalformen warden auf einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachiet:
tr = 1 ns, Regng = 100 kQ, Ceing S 7 pF.

* Schaltzeitmessung

+30V 6L
500 pF s7a
Ausgang
Eingang
1
Prilt:hallunq
- oV
Elnun-r:L 0

Ausgang

o 1 b t; S 40 nsec
Spannungs-Signalformen

Bild 3 — Gesamte Ladung

Bemerkung:
Qr = 5 neb, wenn der Transistor ausgeschaltet wird (siehe durchgehende Linig),

* JEDEC ragistriart,
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